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１．概要（Summary） 

角運動量の流れであるスピン流は、電荷の流れである

電流とは本質的に異なるものであり（例えば、ジュール損

失がない）、新しいエネルギーや情報の伝送媒体として有

望である。そのスピン流を生成する手法として、強磁性体

を励起して強磁性共鳴やマグノンを生じ、隣接する非磁

性体材料へとスピンポンピングする手法が知られている。

ガーネットは強磁性共鳴時における減衰定数が小さく、効

率的なスピンポンピング材料として有望である。そこで本

研究では、高品質なガーネットである Y3Fe5O12（YIG）薄

膜の作製および評価を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

UHV10 元スパッタ装置、電子線描画装置（50ｋV）、マ

スクレス露光装置、ECR エッチング装置、触針式表面形

状測定装置 

【実験方法】 

ガーネット薄膜を UHV10 元スパッタ装置にて

Gd3Ga5O12（GGG）基板上に YIG 膜を作製した。その後、

強磁性共鳴を測定するために、マスクレス露光装置により

線幅 10 m、長さ 1 mmの細線パターンをレジストへと転

写し、ECRエッチング装置にてArイオンミリングを行った。

その後、リフトオフ法にて Cu電極を作製するために、レジ

ストパターン＋銅薄膜の形成を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

異なる面方位をもつ GGG 基板（001、011、111）薄膜

試料を作製した。高分解能断面電子顕微鏡測定により、

基板の面方位に合わせて YIGが成長していることがわか

ったFig. 1に、それら試料の強磁性共鳴測定結果を示す。

薄膜の格子歪により磁気異方性が変化して、共鳴磁場

Hres が変化している。また、磁気異方性の小さな(111)試

料はマグノン生成が抑制され、小さな減衰定数をもつこと

が分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1 Ferromagnetic resonant field Hres and 

linewidth dH as a function of in-plane angle . 


